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Invenţia se referă la optoelectronică, în particular la lentile cu gradient al indicelui de refracţie. 
Esenţa invenţiei constă în faptul că într-un substrat de semiconductor se implantează ioni cu o doză de energie înaltă, 
determinată de relaţia  
D=αR2, 
unde: 
D – doza energiei înalte a ionilor implantaţi, 
R – distanţa de la centru până la periferia stratului,  
α – gradientul dozei,  
apoi se efectuează decaparea electrochimică. 
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